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报告摘要：固态微波毫米波器件广泛应用于手机，移动

通讯基站，卫星通讯等通信装备和卫星定位，遥控遥测，防
撞，航空管制等各种军用和民用雷达装备, 作为核心器件,用
于信号的放大和发射。如何实现更高频率，更大功率，更高
效率和更可靠的微波毫米波器件是过去几十年来科研工作者
一直努力的目标。本报告介绍固态微波器件所涉及的主要半
导体材料和器件结构，基本原理, 存在问题以及发展现状。
作为第一代的硅微波器件，从80年代相对成熟的微波双极型
晶体管到90年代兴起的射频LDMOS器件，主要工作在S波段
以下，已获应用广泛。近期国际上推出的新型垂直结构FET
器件在LDMOS基础上大大提高了单位面积的功率输出密
度，仍显生命力。作为第二代的GaAs/InP 微波毫米波器
件，80年代开始广泛研究到2000年左右开始大量应用，是目
前S波段以上微波毫米波功率器件的主流。随着半导体加工
能力和精度的提高,加上材料和器件结构的优化，其工作频率
等性能日益得以提高,目前已进入亚毫米波段。为进一步提高

微波器件的性能，近年第三代宽禁带半导体成为微波毫米波
领域研究热点，进展十分迅速。本报告在介绍近几年国内外
现状的同时分析了当前宽禁带器件研究所面临的问题，预计
几年内可解决应用相关问题。最后探讨了几种未来可能的微
波毫米波器件。


